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Эксперименты проводились в модернизированной нами вакуумной 

установке УВН-75 с прямонакальной танталовой лодочкой и алюмель-

хромелевой термопарой и пирометром для контроля температуры. 

В качестве источника возбуждения был применен импульсный N2 лазер 

(λ = 337 нм, P ∼ 20 кВт, η ∼ 6 нс, частота повторения − 100 Гц). 

Экспериментальная установка по исследованию фотолюминесценции под 

воздействием импульсного N2 лазера включала в себя светосильный 

монохроматор МДР-23, высокочувствительный фотоприемник ФЭУ-87 

(300−800 нм) и бокскаринтегратор BCI-280. 

Нами впервые показано, что вакуумный отжиг 4H-SiC Cree Wlofspeed 

кристаллов при температуре 500 С приводит к увеличению отношения 

ультрафиолетовой люминесценции к дефектной, в то время как повышение 

температуры отжига до 700 С к уменьшению этого отношения. Таким образом 

определены оптимальная температура и время отжига дефектов и увеличения 

степени кристалличности 4H-SiC Cree Wolfspeed подложек.  
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